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Les siliciures de nickel  Les siliciures de nickel  Les siliciures de nickel  
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Redistribution des dopants dans la structure  NiSi/SiRedistribution des dopants dans la structure  NiSi/SiRedistribution des dopants dans la structure  NiSi/Si

Mécanismes de redistribution des dopants dans NiSi/Si.

Techniques: SIMS, DRX, MET, RBS, Tomographie atomique.

Modélisation à partir des données thermocinétiques.

Objectifs :

Mesure par SIMS (LETI)
Avant et après le recuit à 500°C 

Premiers résultats: 
Redistribution de l’arsenic
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Redistribution du Pt lors de la réaction Ni(5%Pt) avec SiRedistribution du Pt lors de la rRedistribution du Pt lors de la rééaction Ni(5%Pt) avec Siaction Ni(5%Pt) avec Si

Siliciure envisagé NiSi

Addition de 5% de platine dans Ni

Stabilité thermique : formation de NiSi2

Intérêt:  

Mécanisme de redistribution du platine lors de la formation des siliciures.

Modélisation et simulation du mécanisme de redistribution.

Autres éléments d’alliage.

Stabilisation de NiSi par ajout de Pt: 
Mesure par XPS sur Ni/Si 

et Ni(5%Pt)/Si lors du recuit
Objectifs
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